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Okruhy ke zkousce

ZAKLADY FYZIKY POLOVODICU
Pasovy model pevnych latek
Hustota stav

Fermi-Diracova distribu¢ni funkce
Hustota elektron’ a dér

KINETICKE JEVY V POLOVODICICH
Boltzmanova transportni rovnice

Rozptyl nositeld naboje

Elektricka vodivost polovodicu

Zavislost pohyblivosti nositelt naboje na teploté
Narazova ionizace

ZenerQv jev (tunelovani nositell)

GENERACE A REKOMBINACE NEROVNOVAZNYCH NOSITELU NABOJE
Rovnovazné a nerovnovazné nositele naboje

Svételna generace nositelll naboje

Bipolarni generace

Monopolarni generace

Rekombinace nositelt naboje

Mezipasova zafiva rekombinace

Mezipasova narazova (Augerova) rekombinace

Rekombinace pfes lokalni centra

Povrchova rekombinace

Rekombinalni centra

Zavislost rekombinace pfes zachytné centra na koncentraci pfimési
Zachytna a rekombinacni centra

DIFUZE A DRIFT NEROVNOVAZNYCH NOSITELU NABOJE
Rovnice kontinuity

Difazni a driftovy proud

Pohyb nerovnovaznych nositelll naboje

Objemova rekombinace

Povrchova rekombinace

Povrchova generace a objemova rekombinace

PRECHOD PN

Souvislost mezi pasovym modelem a elektrostatickymi veli¢inami
Strmy pfechod pn

Linearni pfechod pn

Charakteristiky kapacita-napéti pfechodu pn



VOLTAMPEROVA CHARAKTERISTIKA PRECHODU PN
Zavérny smér

Generacni proud

Difazni proud

Propustny smér

Difuzni proud

Rekombinaéni proud

Vliv vysoké injekce

PRURAZNE MECHANISMY PRECHODU PN
ZenerQv pruraz (tunelovani nositel()
Lavinovy praraz

Druhy pruraz

Omezeni pro realné prechody pn

Planarni pfechod

Epitaxni dioda

Mékké prarazy

Pfechodné déje

BIPOLARNI TRANZISTOR, DEFINICE ZAKLADNICH EL. PARAMETRU
Princip €innosti tranzistoru

KLASICKY MODEL TRANZISTORU
Zakladni rovnice

Pfedpoklady feseni

Proudy tekouci tranzistorem
Proudovy zesilovaci €initel

ROZSIRENi KLASICKEHO MODELU

Gradient koncentrace pfimési v bazi a emitoru
Vliv silné injekce nosicu

Modulace vodivosti baze (Webster effect)

Odpor aktivni baze a zhustovani proudu (Current crowding)
Rozsifovani neutralni baze (Kirk effect)
Zuzovani neutralni baze (Early effect)

Vliv vysoké koncentrace pfimési v bazi a emitoru
Pohyblivost nositeld naboje

Zuzeni Sifky zakazaného pasu

Augerova rekombinace

RozSifeni klasického modelu tranzistoru

MEZNi HODNOTY NAPETiI NA TRANZISTORU
Maximalni hodnoty napéti

Lavinovy pruraz (Avalanche breakdown)

Prinik (Punch-through)

Minimalni hodnoty napéti

VYSOKOFREKVENCNIi VLASTNOSTI A SUM TRANZISTORU
KmitoCtova zavislost proudového zesilovaciho Cinitele

Kmito¢tova zavislost zisku

Zavislost mezniho kmito¢tu na fyzikalnich parametrech tranzistoru



MIS DIODA

Energeticky diagram idealniho MOS kapacitoru

Naboj rozlozeny pod povrchem polovodice

Rozlozeni naboje, elektrického pole, potencialu a pasovy diagram MOS struktury
ze zjednoduseného fesSeni Poissonovy rovnice

Model respektujici pevny a pohyblivy naboj

Rozdil vystupni prace ( kov-polovodi¢ a polovodi¢-polovodic)

Podminka vyrovnani pasu

C-V KRIVKY

C-V kfivky MOS kapacitoru

C-V kfivky nf, vf a hlubokého vyCerpani

Vliv frekvence

Vliv dotace a tloustky oxidu na C-V kfivky

Vliv svétla a teploty na C-V kfivky

Akumulace, ochuzeni, hluboké ochuzeni a inverze
C-t kfivky

SHR rekombinace — generace

Generacni doba Zivota minoritnich nosicu
Generacné-rekombinalni centra v zakdzaném pasu kifemiku
Elektrofyzikalni model skuteéné MIS diody
Klasifikace naboju skuteéné MIS struktury

Pevny naboj v oxidu Qf

Naboj mobilnich iontd Qm

Naboj zachyceny rozhranim Qit

Oxidem zachyceny naboj Qot

Napétové — teplotni testy (Bias-Temperature test )

STUDIUM POVRCHOVYCH EFEKTU

Analytické metody a struktury pro studium povrchovych vlastnosti struktur
Kanalova vodivost

Hradlem fizeny pn-pfechod

Nerovnovazna analyza

Rekombinaéné-generacni proces v povrchové oblasti prostorového naboje
Polem indukované pfechody a kanalové proudy.

Vliv povrchovych efektd na priirazné napéti pfechodu

Nestability prahového napéti-BT testy

MOS TRANZISTOR

Princip Cinnosti

Volt-ampérové charakteristiky. Linearni oblast
Volt-ampérové charakteristiky. Saturacni oblast
Body efekt

Modulace délky kanalu

Prahové napéti a jeho nastaveni

Typy MOSFETU

Aplikace MOS kapacitort a MOS tranzistorU
Nabojové vazané prvky CCD.

MOSFET v provedeni LOCOS

Struktura CMOS ( Complementary MOS transistors )
Struktura vykonového tranzistoru VDMOS
Struktura vykonového tranzistoru IGBT



